Paduri, punti si via in MMIC

Introducere

Proiectarea unui cip GaAs nu este terminata pina nu se realizeaza padurile. Atunci cind cipul
este folosit in realizarea unui circuit, de reguld este necesara realizarea unei tranzitii de la
GaAs la o linie de 50Q2 pe alimina ; acest lucru se realizeaza printr-un fir care realizeaza o
punte sau , cind este vorba de conectarca cu lumea exterioara printr-un conector de
microunde. Prin urmare trebuie realizate modele pentru aceste tranzitii pentru a fi utilizate in
simulare cu scopul de a verifica degradarea performantelor circuitului.

Conexiunile la masa sunt realizate fie prin fire, fie prin treceri (via) prin GaAs.

Padurile

Padurile sunt obisnuit localizate lingd marginile circuitului si se construiesc pe metalizarea
M2, peste care se depune o altd metalizare M3. M2 si M3 sunt conectate prin via in strat de

poliimid sau nitrid. In fig.1 este prezentat un asfel de pad.
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Fig.1. Pad realizat pe metalizarea M2
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Padurile pot fi modelate electric printr-o capacitate la masa. Valoarea acestei capacitati
variaza in functie de dimensiunea padului. Valoarea capacitdtii pentru paduri patrate este data

de expresia:

Cyp = 4x107L( pF) (1.1)



Unde L este dimensiunea depunerii superioare M3, in micron. Modelul este valabil doar

pentru paduri patrate.

VIA

Via sunt folosite pentru a realiza impamintarea in c.c. sau in RF. Diametrul unui via prin
GaAs este de 50um. Toate trecerile trebuie localizate in centrul unui pad. Diametrul de 50pum
este definit in layer 11. Dmensiunea minima a padui trebuie s e 120p x 120um. In fig.2 este
prezentat un exemplu de o astfel de trecere.
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Fig.2. Layout de VIA

Modelul electric pentru un VIA este format dintr-o inductanta in serie cu o rezistenta care
formeaza un bloc conectat la masa, fig.3.

Ry =0.2Q

L via = 0.02nH

Fig.3. Circuitul echivalent a unei treceri



Valoarea inductantei este :
0.02nH +0.01nH
lar valoarea rezistorului este
0.20+0.1Q
Elemente parazite la interfatarea cipului

Cind proiectam un MMIC pentru a fi inserat intr-un circuit MIC, trebuie luate in consideratie
discontinuitatile de la interfetele dintre MMIC si liniile pe alumina de la intrarea si iesirea de
r.f, fig.4. Au fost dezvoltate in acest scop douda modele, unul pentru alumina cu grosimea de
635um si altul pentru cea de 254um. Ambele modele presupun cd impedanta microstrip este
de 50Q.
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Fig.4. Tranzitia fizica — GaAs IC/Alumina

Modelul de 635um este valabil pind a 4 Hz si cel de 254um pina la 20 GHz. In fig.5 este
prezentat circuitul echivalent al tranzitiei. Valorile elementelor sunt date in tabelul 1.

Grosimea L, Cee Lew Cep Valid to
Aluminei (um)
(nH) (pF) (nH) (pF)
635 0 0.035 0.7nH/mm See 14 GHz

254 0.03 0.128 0.7nH/mm Eq.(1.1) 20 GHz
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Fig. 4. Circuitul echivalent a tranzitiei GaAs/Alumina

Observatii

1. Inductanta firului punte, 0.7nH.mm, este valabila pentru un fir de Au cu diametrul de
25um.

2. Capacitatea padului este calculatd utilizind Eq.(1.1.). Ce capacitatea de capat a
aluminei.

3. Pentru aplicatii la frecvente peste 14 GHz substratul recomandat este cel de 254um.



